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はじめに 

大規模集積回路おける通信容量の増加に伴い、

電気配線における発熱や消費電力の増大が問題

となっている。そこで、電気配線を光配線に置き

換えるシリコンフォトニクスに関する研究が盛

んに行なわれてきた。これに対し、我々は薄膜 InP

層と Si 基板を直接貼付法によって貼合わせ、こ

の InP/Si基板上に InP系結晶の成長を行うことで

光デバイスの集積および作製を行なう手法を提

案してきた[1,2]。今回、InP/Si 基板の薄膜 InP 膜

厚を 1.0μm、1.5μm と変化させ、その基板の表

面状態および、その基板上に成長した MQW レー

ザにおける電気特性の評価を行なったので報告

する。 

実験方法 

MOVPE 法 を 用 い て InP 基 板 上 に

GaInAs/InP(1.0m or 1.5m)/GaInAs の順に成長し

た。作製した基板にウエットエッチングを行い

InP テンプレートを露出させ、薄膜層と Si基板に

H2SO4:H2O2:H2O 溶液で洗浄を施すことで表面を

親水化させて図 1 のように両基板を貼り合わせ

た．その後，印加圧力の下で 400℃において加熱

処理を行い，InP テンプレート層厚の異なる 2種

類の InP/Si 基板を作製した。その後この貼付け基

板上に MQW レーザ構造を MOVPE 成長で作製

し、電極形成を行った後、2 種類のレーザ素子の

電気特性を評価した。 

実験結果 

図 2 は貼付基板の表面状態を示したものであ

る。InP テンプレート層厚が 1.0mの貼付基板に

おけるボイド占有率は 2.03%、1.5μm の貼付基

板におけるボイド占有率は 2.06%であり大きな

違いは見られなかった。図 3 は薄膜 InP 層厚別に

発振しきい値における電圧(閾値電圧)の分布を

示したものである。図より InP テンプレート層厚

が 1.0m のものに比べ 1.5m の方が閾値電圧が

低い傾向にあることがわかる。 

以上より InP/Si基板の InPテンプレート膜厚を

1.0m から 1.5m に厚くすることでレーザ素子

の電気特性が向上する傾向があることが得られ

た。 
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図 1  直接貼付法貼り付け図 

 
図 2 InP テンプレート層厚 1.0mの 

貼付基板の表面状態 
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発振しきい値電圧(V)

1.0μm テンプレート厚
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1.5μm テンプレート厚

 
 図 3 テンプレート膜厚における閾値電圧の分布図 
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